
10.1. Silisyum Altlıkların(Alt Tabakaların) Hazırlanması 

   

       Kullanılacak si alt tabasının temizlenmesi 

       Kullanılacak tabakanın çok iyi temizlenmiş olması deneyin başarında büyük önem taşır. 

 

 Yapılan işlemler sırasıyla aşağıdaki gibidir:  

1. Si altlık spincoater cihazına yerleştirilir 

2. Cihaz çalıştırıldıktan sonra si altlık üzerine aseton püskürtülür. 

3. Cihaz durduktan sonra tabakanın yeterince temiz olup olmadığı kontrol edilir ve gerekirse 

aynı işlem yeniden tekrarlanır. 

 

       Tabaka yeterince temiz olmazsa iyi bir kaplama elde edilemez çünkü bulunabilecek kirler 

kaplamada boşlukların yani kaplanmamış bölgelerin oluşmasına yada kaplamada yırtılmaya 

neden olabilirler. 

 

10.2. Çözeltilerin Hazırlanması 

 

Çinko çözeltisi 

 

1) 1)       2.2  gr ZnAc 

2) 2)       1.05 gr Dietilamin  

3) 3)       0.36 gr H2O 
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                                                            Homojen çözelti 

 

Çözeltinin hazırlanışı; 2.2 gr ZnAc temiz ve derin olmayan bir şişe içerisine konulduktan 

sonra içerisine 10 ml  dipropanol(CH3CH(OH)CH3) ilave edilir ve karıştırılmak üzere 

manyetik karıştırıcı üzerine yerleştirilir. Karıştırma işlemi devam ederken üzerine 1.05 gr 

dietilamin ilave edilir ve 60 C0 ’de 10 dakika karıştırılarak temiz çözelti elde edildikten sonra 

yavaş bir şekilde 0.36 gr H2O ilave edilir. Yine temiz bir çözelti elde edilene kadar çözeltinin 

karıştırılması işlemine devam edilir. Daha sonra hazırlanan çözelti fitreden geçirilir. 

 

Galyum çözeltisi ; 

 

1) 1)       0.25 gr GaN 

2) 2)        1.5 ml  H2O 

3) 3)        1 ml  ISO 
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                                                       Homojen Çözelti     

 

Çözeltinin hazırlanışı; Yukarıdaki miktarlar dikkate alınarak malzemeler temiz bir kap 

içerisinde karıştırılmak üzere manyetik karıştırıcı üzerine yerleştirilir ve homojenlik elde 

edilene kadar karıştırıcı cihaz üzerinde tutulur. Karıştırma işleminin sona ermesinden sonra 

çözelti filtreden geçirilir. 

  

10.3. ZnGa2O4 Đnce Filmlerinin Kaplanması 

 

       Tüm kaplama işlemleri sol-jel spin kaplama tekniği ile gerçekleştirilmi ştir.  

ZnGa2O4 ince filmleri silisyum altlık üzerine iki çözeltinin sırasıyla kaplanması sonucu elde 

edilmiştir. Ancak altlık üzerine kaplanan ilk çözeltinin başarılı olması çok önemlidir. Çünkü 

ilk kaplama başarılı değilse üzerine yeni bir çözeltinin kaplanması anlam taşımaz ve yine 

başarısız bir sonuç elde edilir. Bu nedenle öncelikle temiz silisyum altlık üzerine çinko 

çözeltisi kaplanmıştır ve başarılı bir kaplama elde edene kadar çok sayıda kaplama 

yapılmıştır.1 

 

 

 

 

 Bu kaplamalar esnasında daha başarılı kaplamalar elde edebilmek için spin kaplama 

cihazının döndürme hızları ve süreleri üzerinde bazı değişikliklere gidilmiştir. 

                                                
1 Numune spin kaplama cihazından alınıp ısıtıcılara yerleştirilirken çok hızlı davranılmalıdır. Çünkü kaplanan 
çözelti jel formunda olup kurumamıştır ve ortamdan tozlar yada diğer kirler üzerine yapışabilir ve elde edilecek 
filmin verimini düşürür. Saç kurutma makinesi ile numune spin kaplama cihazından alınır alınmaz kurutulabilir.   

1 ml  ISO 



( Kullanılan çözeltiler için doğru ayarlar; kaplamadaki başarıya göre tespit edilmiştir ve ayar 

değişimleri çözeltilerin yapıları göz önünde bulundurularak yapılmıştır). Çinko çözeltisi için 

aşağıdaki değerler dikkate alınarak kaplama yapılmıştır.  

        

 

Spin kaplama cihazındaki değerler(Zn için) 

 

RECIPE         0002 

RPM        1    1000 

RAMP     1    0005 

TIME       1    0010 

RPM        2    3000 

RAMP     2    0005 

TIME       2    0030 

RPM        3    3000 

RAMP     3    0005 

TIME       3    0000 

RAMP     4    0005  

 

       Kapla işlemi: Temiz silisyum altlık spin kaplama cihazına yerleştirilerek hazırlanan 

çinko çözeltisi şırınga yardımıyla altlık üzerine tüm yüzeyi kaplayacak şekilde damlatılır. 

Spin kaplama cihazı çalıştırılır. Cihazın durduktan sonra altlık cihazdan alınarak önce 100 

C0 ’ye ayarlanmış etüvde 10 dakika ve daha sonra 250 C0 ’ye ayarlanmış fırında 10 dakika 

bekletilir. Aynı işlemler tekrarlanarak silisyum altlık üzerine dört kat kaplama yapılır. 

Elde edilen numunenin XRD(x-ışını kırınımı) yapısına bakılmıştır. 

 

ZnGa2O4  ince filminin elde edilmesi 

       Daha önceden hazırlanan iki çözelti önce çinko çözeltisi olmak üzere sırasıyla temiz 

silisyum altlık üzerine kaplanır. Çinko çözeltisi için numune(altlık) etüv ve fırında 10’ar 

dakika galyum çözeltisi ise 5’er dakika tutulmuştur(çinko üzerine galyum çözeltisinin 

kaplaması esnasında kullanılan spin kaplama cihazı ayarına bir çok deneme sonucu 

ulaşılmıştır). Spin kaplama cihazında her iki çözelti için kullanılana ayarlar aşağıda 



gösterilmiştir. Bu şekilde devam ederek beş katlı bir kaplama elde ettikten sonra numune 

10000C ‘ye ayarlanmış fırına yerleştirilir. 

Fırında bir saat bekletildikten sonra numune alınarak XRD ve SEM yapılarına bakılmıştır.  

       Yukarıdaki kaplama işleminde numune 10000C’deki fırına yerleştirildi ğinden fırın 

içerisinden azot gazı geçirilmemiştir; aynı kaplama işlemi fırın içerisinden fırının sıcaklığı 

5500C’yi gösterdiğinde azot gazı geçirilerek tekrarlandı. Fırın 10000C’ ye ulaştıktan ve tekrar 

5500C’ ye kadar düştükten sonra azot gazı bağlantısı kesilerek sıcaklık biraz daha düştükten 

sonra numune fırın içerisinden çıkarılıp(Fırının azot gazı bağlantısı nedeniyle kapalı bulunan 

iki ucundan önce bir ucu ve bir süre sonrada diğer ucu açılarak numune fırından çıkarılmıştır) 

yine XRD ve SEM yapıları incelenmiştir.    

 

 

Spin kaplama cihazı ayarı(Zn için) 

 

RECIPE         0002 

RPM        1    1000 

RAMP     1    0005 

TIME       1    0010 

RPM        2    3000 

RAMP     2    0005 

TIME       2    0030 

RPM        3    3000 

RAMP     3    0005 

TIME       3    0000 

RAMP     4    0005  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Spin kaplama cihazı ayarı (Ga için) 

 

RECIPE         0003 

RPM        1    1000 

RAMP     1    0005 

TIME       1    0010 

RPM        2    3000 

RAMP     2    0005 

TIME       2    0030 

RPM        3    3000 

RAMP     3    0005 

TIME       3    0000 

RAMP     4    0005  
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